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はじめに：静電塗布(ESD)法[1,2]は、電界による溶液の静電霧化現象を利用した成膜技術であり、

簡便な装置構成で原料利用効率が高く、大面積化や積層構造への応用に期待される。しかし、OLED

応用では表面モホロジーや制御性等の向上が課題であり、特に低分子材料に用いた例は少ない[3]。

我々は、通常の２電極型 ESD 法に対し、引出電極を付加した多電極型静電塗布法をナノミスト堆

積（Nanomist deposition: NMD）法[4,5]と呼称し、低分子材料を含む OLED 作製を検討している。今

回、OLED のホール輸送材料として広く用いられる低分子α-NPD を NMD 法によって成膜した。

溶液濃度と基板温度を制御パラメータとし、表面モホロジーの平坦化を行ったので報告する。 

実験：Fig. 1に使用した NMD装置の概略図を示す。溶液にはジクロロメタン(97 vol%)とジメチル

スルホキシド(3 vol%)の混合溶媒にα-NPDを溶かし、濃度は 1.0, 0.5, 0.25 mg/mlの 3 種類を用意

した。基板温度を 25～100 ℃の範囲に設定し、ITO/Glass 基板の ITO 面上におよそ 40 nm 成膜し

た。モホロジー評価には白色光干渉顕微鏡を用い、表面粗さ RMS 値を測定した。 

結果と考察：Fig. 2に今回成膜したα-NPD膜の表面粗さの基板温度依存性を示す。いずれの溶液

濃度においても、基板温度 60 ℃付近において膜の平坦化が確認できた。25～55℃の領域では、

堆積された溶質の不均一な凝集が生じ粗い膜が成膜された。一方 65～100℃の領域では、液滴痕

の周囲がリング状に盛り上がるコーヒーステイン現象が顕在化し表面形状の劣化が観測された。

また、溶液濃度が薄いほど堆積される液滴痕が薄く、全体的により平坦な成膜が得られた。濃度

0.25 mg/mlの場合では、基板温度 60 ℃時に RMS値 4.7 nmと平坦な膜が得られた。今回、NMD

法による低分子膜の成膜状態が基板温度および溶液濃度に大きく依存することを確認し、これら

の最適化により NMD 法の OLED 応用が示唆された。 
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Fig. 1 Schematic of NMD system           Fig. 2 RMS of α-NPD films as a function of 

                  substrate temperature 
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